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Hafnija dioksids (HfO;) tiek aizvien plasak pétits un industriali izmantots pateicoties
savu labo 1paSibu del: augsta dielektriska konstante (pusvaditaju ieri€u razosana), augsta
lon/loff attieciba (ReRAM ieriCu razo$ana), augsta kuSanas temperatiira (termoparu razo$ana).

Zinatniskaja literatlira ir pieejama plasa informacija par dazadam kimisko sintézu
metodém HfO, nanodalinu iegiiSanai: sola-géla (SG), paSaizdegSanas (CO), izgulsnéSanas
(PRM), hidrotermala (HYT), mikrovilnu asistéta (MW) un kauséto salu (MS) metode.

Sajos literatiiras avotos HfO, nanomaterialu fizikalas ipasibas (optiskas, elektriskas,
morfologija u.c.) tiek analiz&tas vienas kimiskas sint€zes ietvaros. Savukart, nav atrodama
informacija par petijumiem, kuros apskatita HfO, nanomaterialu fizikalas pasibas atkariba no
izveletas kimiskas sintézes metodes. ST likumsakariba ir loti biitiska riipnieciskaja razosana, jo
ne tikai HfO,, bet ari citi parejas elementu oksidu nanomateriali tiek plasi izmantoti
industrialam vajadzibam, pieméram, cirkonija dioksida savienojumi tiek izmantoti keramikas
razoSana, skabekla sensoros, degvielu Sinu membranas, siltumizolacijas parklajumos un citur.

ST projekta mérkis ir izpétit HfO, nanomaterialu fizikalo ipasibu atkaribu no kimisko
sintézu metodém. Projekta laika tika sintezeti ar eiropiju (Eu) un niobiju (Nb) aktiveéti un
neaktivéti HfO, nanomateriali ar seSam dazadam kimisko sint€Zu metodeém (ieprieks teksta
uzskaititam). Aktivatori ir elementi, kurus pievieno neliela daudzuma vielas matricai, lai
izveidotu ladinu nes€jcentrus. Sarezgitakais posms S$aja projekta ir uzsintezét HfO;
nanomaterialus ar vienadu kristalisko struktiru un salidzino$i vienadu graudu (dalinu)
lielumu, lai iegiitie rezultati biitu savstarpgji salidzinami.

legtitie HfO, nanomateriali tika pétiti, izmantojot pulvera rentgendifraktometru (XRD),
lai noteiktu HfO, nanomaterialu
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attéliem var novérot to, ka 1. att. XRD difraktogramma neaktivétiem HfO, paraugiem

daziem paraugiem ir dazadu kristalisko rezgu orientacija (coalescence process), kas varétu
ietekmét, piem., optiskas ipasibas. TEM rezultati uzrada ar1 to, ka dazos HfO, paraugos
monoklinajai fazei ir arT amorfas fazes piejaukumi.
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4. att. PL spektri aktivetiem HfO, paraugiem (UV=266 nm)



